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Inventia se refera la tehnologia de depunere a peliculelor din semiconductori oxizi, in particular la un procedeu de
obtinere a peliculelor columnare de ZnO, cu aplicarea tratarii fotonice rapide pentru confectionarea senzorilor de gaze
si dispozitivelor micro-nanoelectronice.

Procedeul de obtinere a peliculelor columnare de ZnO dopate cu Eu si functionalizate cu Pd include degresarea unui
suport de sticla si spalarea acestuia, dizolvarea in apa deionizata a trei reactanti, 0,033M ZnS0O,-7H,0, 0,65M NaOH
$10,004M EuCls, in cate 100 ml fiecare, amestecarea acestora si adaugarea in solutie pana la 500 ml de apa deionizata,
obtinerea peliculei columnare de ZnO dopate cu Eu prin scufundarea suportului de sticla in solutia obtinutd la
temperatura camerei timp de 1 s, si spalarea acestuia prin scufundare in apa distilata la temperatura de 90°C timp de
1 s, repetarea scufundarilor in functie de grosimea necesara a peliculei, cu tratarea fotonica rapida ulterioara la
temperatura de 650°C timp de 60 s in aer, si functionalizarea cu Pd prin scufundare timp de 5 s a peliculei obtinute in
solutie apoasa, care contine 1% PdCl; la temperatura camerei.
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